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В настоящей работе синтезированы наночастицы полупроводни-
ков (сульфида цинка и сульфида кадмия). Прекурсоры для синтеза нано-
частиц (растворы солей цинка и кадмия, а также сульфид натрия) вводи-
лись одновременно при постоянном перемешивании в систему содер-
жащую ионную жидкость в смеси с органическими растворителями. 
Наличие наночастиц полупроводников в золях было установлено мето-
дами УФ-спектроскопии и динамического светорассеяния. Синтез про-
веден в среде ионной жидкости тетрафторбората N-децилпиридиния в 
присутствии этилацетата и ацетона. Размеры синтезированных наноча-
стиц сульфида цинка лежит в области 2-15 нм. 
Ионная жидкость в данном случае одновременно выступает в ро-
ли растворителя для получения наночастиц и в роли стабилизатора. Ста-
билизирующее действие ИЖ вызвано наличием доменной структуры 
которая в свою очередь обусловлена различного рода взаимодействиями 
(кулоновские взаимодействия, водородное связывание, стекинг-
взаимодействия и др.). 
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Актуальным является поиск и исследование фторидных фаз, ко-
торые могли бы служить основой для получения новых материалов для 
тонкослойной оптики и электронной техники . Для реализации по-
ставленных задач необходимо провести работу по установлению зако-
номерностей синтеза, испарения и конденсации простых и сложных 
фторидов. Для достижения этой цели использованы физико-химический 
анализ систем, препаративные методы синтеза, оптические методы, ме-
тоды рентгеноструктурного, рентгенофазового и термического анализа, 
ИК-спектроскопия и др. Широко известный фторид магния представля-
ет собой единственный в природе материал, сочетающий высокую про-
зрачность в УФ-области с двупреломлением, низшим показателем пре-
339 
 
ломления и высоким коэффициентом дисперсии. Однако наличие во 
фториде магния дефектов даже в малой концентрации приводит к изме-
нению оптических свойств в видимой и в УФ-области. Пленки, нанесен-
ные на непрогретую подложку, обладали плотностью 0,82 от плотности 
массивного образца и n=1,32 (вместо 1,38—1,40). Геометрическая тол-
щина также является функцией упаковки. Уменьшение плотности связа-
но со структурными дефектами, газовыми включениями в пленку, обра-
зованием их кластеров в газовой фазе. Исследована природа нестехио-
метрии фторида магния в покрытиях. Рентгеноэлектронные спектры 
тонких пленок, нанесенных на медные подложки, исследовали на элек-
тронном спектрометре ЭС-2401. Установлено, что повышение темпера-
туры подложки приводит к увеличению концентрации атомов фтора в 
поверхностном слое. Увеличение концентрации фтора происходит так-
же при переходе от пленок, полученных из нестехиометричного фтори-
да магния к модифицированному. Модифицированный фторид отлича-
ется избытком содержания фтора в исходной мишени. Избыток фтора в 
мишени приводит к увеличению концентрации фтора в тонкой пленке 
при неизменной температуре подложки. Пленка имеет высокую плот-
ность ρ0,92 и повышенный показатель преломления. Присутствие до-
полнительной структуры Мg2p-полосы при 50,9 эВ в тонкой пленке, 
нанесенной из дефектного фторида магния и увеличение ширины линий 
свидетельствует о неоднородности и появлении дополнительной коор-
динации типа Mg–F–Mg, что создает структурный дефицит по фтору. 
Уменьшение дефектности может быть осуществлено введением в мате-
риал для испарения донора фтора. Роль доноров могут играть фториды 
высокозарядных элементов, например, трехвалентных катионов или со-
единения, легко отщепляющие фтор при температурах спекания, или 
сочетающие эти два признака. В этом случае процесс может быть опи-
сан следующим квазихимическим уравнением: MgF2 ↔ M∙Me
++2FF- + 
1/2F2 +е
-. Избыточный фтор может частично локализовать электрон и 
залечивать вакансии в подрешетке фтора материала—акцептора. С этой 
целью исследована композиция MgF2—H3AlF6 по следующим сообра-
жениям. Показатели преломления фторида алюминия и фторида магния 
близки между собой и равны 1,36—1,38. В тонкопленочных конденсатах 
на основе найденной композиции практически отсутствуют вакансии по 
фтору, пленки, по сравнению с немодифицированными, плотные, беспо-
ристые, без видимых под микроскопом дефектов. Использование компо-
зиции MgF2—H3AlF6 позволяет синтезировать оптические покрытия на 
холодных подложках с показателем преломления 1,38—1,40, выгодно 
отличающиеся по своим эксплуатационным характеристикам.  
 
